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При радиолизе такой сложной системы, из-за 

возможности передачи энергии электронного воз-

буждения и заряда изменяется спектры и выходы 

продуктов радиолиза. Молекулы гексана (алканы), 

циклогексана, (циклоалканы) и бензола (аромати-

ческие углеводороды) имеют потенциал иониза-

ции, соответственно 10,4; 9,9 и 9,2эВ [6]. Сравнение 

потенциала ионизации показывает о возможности 

передачи заряда от «материнских» ионов гексана и 

циклогексана к молекулам бензола. Молекулы бен-

зола эффективно захватывают атомы водорода и уг-

леводородных радикалов. Кроме того, возможно 

передача электронного возбуждения от молекул ал-

канов и циклоалканов к молекулам бензола, по-

скольку они имеют более высокоэнергетического 

электронные состояния, например, энергия син-

глетного состояния молекул гексана составляет 

9,13 и 9,84эВ. Протекающие химические процессы 

приводят к образованию газов и продуктов окисле-

ния. Образование перекиси водорода, связано с 

наличием растворенного кислорода в масле. Со-

гласно [8], при растворении воздуха в масле соот-

ношение между входящими в состав воздуха га-

зами изменяется. Так, воздух содержит по объему 

азота и кислорода соответственно 78 и 21 %, а если 

он растворен в масле, то содержит по объему азота 

69,8 и кислорода 30,2%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали эффек-

тивное образование газообразных продуктов и про-

дуктов окисления (H2O2) при воздействии радиации 

на трансформаторное масло. Кроме того, влияние 

облучения приводит к уменьшению плотности 

масла. В условиях экспериментов обнаружено сла-

бое уменьшение удельного сопротивления увели-

чение электропроводности. 
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АННОТАЦИЯ: Изучено спектральное распределение фотопроводимости ромбических монокри-

сталлов -EuIn2Te4. Было выявлено, что удельное сопротивление монокристаллов при комнатной темпе-

ратуре составляет 105 Ом ∙ см. С уменьшением температуры (80 К) удельное сопротивление увеличивается. 

-EuIn2Te4 имеет низкую фоточувствительность и высокую темновую проводимость при комнатной тем-

пературе. Уменьшение температуры до 80 К приводит к увеличению фоточувствительности (JT / JCB = 103) 

при 500 лк. Энергия, определенная из наклона температурной зависимости электропроводности для твер-

дых растворов (In2Te3)0,99(EuTe)0,01 хорошо согласуется с значениями, найденными из спектра фотопрово-

димости. Это означает, что рост электропроводности с температурой соответствует области собственной 

проводимости. 
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Интерес, проявляемый к полупроводникам вы-

зван главным образом тем, что варьируя химиче-

ским и примесным составом представляется воз-

можным в широких пределах управлять их электри-

ческими, фотоэлектрическими и оптическими 

свойствами. Электропроводимость полупроводни-

ков такого класса может изменяться от проводимо-

сти, соответствующей полуметаллу, до проводимо-

сти изолятора. Спектральная область фоточувстви-

тельности, люминесценции и лазерного излучения 

претерпевает изменения от ультрафиолетового до 

среднего инфракрасного диапазона 1-3. 

Создание новых материалов с практически 

важными характеристиками, удовлетворяющими 

нужды современной техники, являются одной из 

важнейших задач, стоящих перед химией полупро-

водников. 

Болъшие возможности в этом направлении от-

крывает физико-химический анализ полупроводни-

ковых систем с построением диаграмм состав-свой-

ства, что позволяет выбратъ оптималъный состав 

сплавов с требуемыми параметрами и варъироватъ 

их значения. 

Исследование соединений АIIIBVI и А2
IIIB3

VI, 

легированных РЗЭ, вызывает интерес в свяази с ис-

полъзованием их в фотооптических преобразовате-

лях. 

mailto:teymur.ilyasl@mail.ru
mailto:teymur.ilyasl@mail.ru
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.1.56.59-61


60  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018  

Особенно большой интерес представляют 

моно халъкогениды европия, самария и иттербия. 

Они обладают люминесцентными свойствами и фо-

точувствителъностъю 4. 

Изучено спектральное распределение фото-

проводимости ромбических монокристаллов -

EuIn2Te4 (в поляризованном свете) при 80 К и 300 К. 

Удельное сопротивление монокристаллов при 

комнатной температуре составляет 105 Ом ∙ см. С 

уменьшением температуры (80 К) удельное сопро-

тивление увеличивается. 

Образец -EuIn2Te4 имеет низкую фоточув-

ствительность и высокую темновую проводимость 

при комнатной температуре. Уменьшение темпера-

туры до 80 К приводит к увеличению фоточувстви-

тельности (JT / JCB = 103) при 500 лк (рис.1.а). 
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Рис.1.а,б. Зависимость фототока от времени образцов -EuIn2Te4 

 

На рис.1 показана зависимость фототока от 

времени при Т = 80 К. Видно, что фототок со вре-

менем увеличивается и достигает насыщения в те-

чение 15 мин. Установление стационарного значе-

ния фототока при малых интенсивностях света тре-

бует длительного времени. С увеличением 

интенсивности освещения время нарастания умень-

шается (рис.1.). 

На рис.1 представлена кинетика спада фото-

тока. Видно, что на кривой затухания, наряду с 

быстрым спадом тока, наблюдаются долговремен-

ные участки. 

 Мгновенное время тока зависит от времени и 

со временем увеличивается. 

Образец EuIn2Te4 обладает чувствительностью 

в ИК-области и максимум спектральной чувстви-

тельности отмечается при длине волны  = 1,24 и  

= 1,05 мкм при температурах  

Т = 300 и 80 К, соответственно. Смещение мак-

симума длины волны в более длинноволновую об-

ласть спектра при увеличении температуры связано 

с уменьшением ширины запрещенной зоны. 

Долговременная релаксация тока обусловлена, 

по-видимому, межкристаллитными барьерами. А 

низкая чувствительность при комнатной темпера-

туре показывает, что с увеличением температуры 

медленные фоточувствительные центры опустоша-

ются (рис.2). 
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Рис.2. Спектральное распределение фотопроводимости образцов EuIn2Te4 при 80 и 300К 

 

На рис.3 представлены температурные зависимости электропроводности для твердых растворов 

(In2Te3)0,99(EuTe)0,01 (кр.1) и тройное соединение EuIn2Te4 (кр.2). 
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Рис.3 Температурная зависимость электропроводности твердых растворов (In2Te3)0,99(EuTe)0,01 кр.1. и 

соединения типа EuIn2Te4 кр.2 

 

Энергия, определенная из наклона температур-

ной зависимости электропроводности для твердых 

растворов (In2Te3)0,99(EuTe)0,01 хорошо согласуется 

с значениями, найденными из спектра фотопрово-

димости. Это дает нам основание считаться с тем, 

что рост электропроводности с температурой соот-

ветствует области собственной проводимости. 

Выявленная энергия активации из температур-

ной зависимости электропроводности отличается 

найденными из спектра фотопроводимости. Счи-

таем, что энергия 0,78 эВ связана переходом элек-

трона из валентной зоны на акцепторные уровни EV 

+ 0,78 эВ. 
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